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L’Hamiltonia kp de 8 bandes per al bulk (on no incloem ’accié de la resta de bandes sobre aquest Hamiltonid) el
podem trobar e.g. en pag. 43 de Bastard.[1] La seua diagonalitzacié en termes de Pautovalor e(k) = A(k) + %’f, on €(0)
representa la soluci6 en el punt I'(k=0), és a dir, €(0) = 0, (—¢€p), (—eo — A) per a conduccid, valencia i spplit-off, déna
lloc a ’equacié:

ME)[A (k) + o] [ME) + €0 + A] = B2E2P?[M(k) + €0 + 2A/3] (1)

Per determinar com la valéncia canvia la massa de ’electré de conduccid, ens centrem en el fons de la banda de conduccié

€(0) = 0, cosa que implica A(k) = — Z:fj Substituint en 'eq. 1 trobem
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rebutjant els termes en una potencia de k superior a k? ens quedem amb:

n*k? 212 p2
o [eo][e0 + A] = R*k“P=[eq + 2A/3] (3)
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per tant,
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Analogament, per a (k) = —¢g — ;nfo iAk)=—€—A— %7 trobem:
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mentre que el HH, com esta desacoblat en aquest Hamitonia, no veu alterada la seua massa, m;H = m%)

Generalment, hom usa un model 1B per a conduccié, on canvia la massa mg per la massa m, resultat de la inclusié

pertorbacional de la resta de bandes:
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i també 4B per a valencia, on canvia la massa mg per les masses mgg, mr g resultat de la inclusié pertorbacional de la

resta de bandes
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Si considerem que 7, i = 1,2, és suma de la contribucié de la conduccié més la resta de bandes que anomenem remotes,

escrivim v* = 4 + 7V on R representa interaccié amb les bandes remotes i C'V entre conducci6 i valencia. Aleshores,



WH+2ys = (F+29)+ (Y +298Y) (10)
-2y = (F-2)+0F" -215") (11)

Just adés haviem vist que el HH no alterava la seua massa per interaccié amb la conduccié:

WY =295V =0 (12)
mentre que el LH si:
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on hem emprat que E, = 2moP? i E4 = €g. De les dues equacions anteriors trobem que
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Analogament, per a la conduccid, si considerem que « és suma de la interaccié de la conduccié amb la valencia més la
interaccié amb la resta de bandes (remotes) tenim que:

Me
on hem calculada adés que a®V = ggz #EjA). Per tant,
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me 3E; 3(Eg+A) me 3 Ey(E;+A)

0.1 Checking amb dades de Pokatilov[3]

Parameters GaAs AlAs InAs (#AlAs+) mc = 0.15; glL = 3.76; g2L = 0.9; g3L = 1.42;
= 0.0665 ® 0.150° 002226 g=(2%g2L+3g3L) /5; Ep=21.1; Eg = 3.13; del = 0.275;
A 0663 NE .022
¥E 710" 396" 19.67° [ [ Ep ( 2 i ]
c c a Print|"alp = ", Solve|l/mc == alp + — —+—],alp [ L5727 05,
vE 2.02 0.90 8.37 3 |Bg  Eg+del
vE 291°¢ 142°¢ 929° 5 s
Ep(eV) 28049 21.1° 2297 " gl=",glL-—, " g=", g-—
Eg(eV) 1519° 3.130° 0.418° 3Eg 6 Eg
A(eV) 0.341° 0.275% 0.380° alp = 0.106934 gl = 1.51293 g = 0.0884643
E,(eV) 0 —10532:€ 0.186 ¢
e —227 0.11 0.24 (*InAs*)mc = 0.02226; glL = 19.67; g2L = 8.37; g3L = 9.29;
i 096 151 197 g= (2%g2L+3g3L) /5; Ep = 22.2; Eg = 0.418; del = 0.38;
Y —~0:52 0.09 0.07 [ [ Ep ( 2 1 ]
—~q7.59 - _ Print|"alp = ", Solve|l/mc == alp+— |— +—— |, alp|[[1, 1, 2]],
X 1:52 0.69 0.87 3 (g  Eg+del
Ep Ep
" gl =", glh-—, ® ..
Clearall["Global "] g S e g et
(*GaAs*) mc = 0.0665; glL = 7.1; g2L = 2.02; g3L = 2.91; alp = 0.243748 gl = 1.96665 g = 0.0703254
g=(2*g2L+3g3L) /5; Ep=28; Eg=1.519; del = 0.341;
Ep ( 2 1
Print["alp =i Solve[l/mc =alp+— |[— +—— |, alp] (M i s B [ [
3 \Eg Eg+del
Ep Ep
"mogl=m, glL-— , " g= ", g-—ro
3 Eg 6 Eg
alp = -2.26911 gl = 0.955607 g = -0.518197
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